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Instytut Technologii Materiatdw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktorych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegdlnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich
obrobki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin
gospodarki:

#* Materiaty Elektroniczne — zawierajgce artykuty problemowe, teksty wystqp|en
pracownikéw ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK,

#* Prace ITME - zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne
oraz

#» ¥ stale aktualizowane katalogi i karty katalogowe technologii, materiatow,
wyrobdw i ustug oferowanych przez Instytut i opartych o wyniki prowadzonych
prac badawczych.

Informacje mozna uzyskac:
tel. (4822) 8349730; fax: (4822) 8349003, komertel/fax 39120764,
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl
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Program TEAM

Program TEAM e

Wsparcie projektow z udzialem studentow, doktorantow i uczestnikow stazy ﬂul
podoktorskich realizowanych w najlepszych zespolach badawczych w Polsce

Jednym z 7-miu laurcatéw 1 edycji programu TEAM w 2008 roku zostala pani dr Dorota Anna Pawlak
z Instytutu Technologii Materiatow Elektronicznych w Warszawie. Tytut finansowanego, cztero-
letniego projektu to: Self-organization approach towards photonics/optoelectronics. W sktad
zespotu mtodych naukowcow — stypendystéw FNP, wylonionych w drodze dwuetapowego konkursu
wchodza: 1 mtody doktor, 5 doktorantow oraz 1 studentka.

Program TEAM zostal uruchomiony dzigki pozyskaniu przez Fundacj¢ na Rzecz Nauki Polskiej srodkow
z funduszy europejskich w ramach Dzialania 1.2 ,,Wzmocnienie potencjalu kadrowego nauki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem programu TEAM jest zwickszenie zaangazowania mlodych uczonych w prace badawcze realizowane
w najlepszych zespotach i laboratoriach naukowych w Polsce.

Program jest adresowany do lideréw zespolow naukowych zamierzajacych zatrudni¢ w swych zespolach
mlodych uczonych: studentéw (po ukonczeniu 3 roku studidéw), doktorantéw lub mlodych doktorow (do 4
lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

Projekty moga by¢ realizowane w trzech obszarach tematycznych okreslonych w dokumentacji konkur-
sowej jako Bio, Info, Techno.

Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentow, doktorantéw 1 mlodych doktoréw do pracy w
zespole wylacznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granica (procedury naboru podle-
gaja szczegodlnej ocenie 1 kontroli). Liczba mlodych uczonych w zespole nie moze by¢ mnigjsza niz 6 oséb.
Projekty moga trwa¢ od 2 do 4 lat.

Finansowaniu podlegaja imienne stypendia naukowe dla czlonkéw zespolu oraz grant badawczy w wy-
sokosci zaleznej od liczby doktorantow 1 mlodych doktordw przyjetych do zespolu oraz od rzeczywistych
kosztéw prowadzonego projektu.

Idea oraz cele. Glowng idea projektu TEAM realizowanego w ITME jest zastosowanie samoorganizujacych
si¢ struktur eutektycznych do uzyskania wicloskladnikowych 1 wiclowymiarowych ustrukturyzowanych
materialdow, o kontrolowanych fizykochemicznych i strukturalnych wlasciwosciach. Powyzsze materialy
moga posiada¢ nowe wlasciwosci elektromagnetyczne o potencjalnych zastosowaniach w optoelektronice,
fotonice (krysztaly fotoniczne, metamaterialy). Wykonywane prace sg uzupelnieniem badan prowadzonych
w ramach projektéw curopejskich, w ktorych nasza grupa uczestniczy.

Nowos¢ projektu. W chwili obecnej metamaterialy, czyli materialy kompozytowe ktére moga wykazywac
tak szczegolne wlasciwosci jak sztuczny magnetyzm, ujemny wspélczynnik zalamania, gigantyczng stala
dielektryczng itp.sa wytwarzane glownie przy pomocy drogich i1 skomplikowanych metod. Jednym z moz-
liwych nowych tanszych rozwiazan, jest uzycie mechanizmu samoorganizacji do wytwarzania tego typu
materialow.

Badane materialy: Eutektyk to przyklad samoorganizujacego si¢ uktadu. W trakcie wzrostu eutektyku
formuja si¢ samoorganizujace mikro/nanostruktury na skutek dyfuzji chemicznej i zjawisk kapilarych.
Eutektvki sq jednoczesnie materialami monolitycznymi oraz wiclofazowymi. Eutektyki moga charaktery-
zowag¢ si¢ roznymi wlasnosciami, ktorych Zrédlem sa fazy skladowe eutektyku (wlasciwosci addytywne)
oraz wlasnosciami wynikajacymi z polaczenia faz sktadowych i nadania im specyficznej struktury w skali
mikro/nano (wlasciwosci wypadkowe). Szczegolnie wlasciwosci wypadkowe sa istotne, gdyz wskazuja one
na mozliwos$¢ otrzymania wlasnosci podobnych do wlasnosci metamateriatow. W ramach otrzymywania eu-
tektykow mozna wykorzysta¢ rézne materialy sktadowe (izolatory, polprzewodniki, metale), mozna otrzymaé
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Program TEAM

struktury o réznych formach geometrycznych (wloknista, spiralna, plytkowa, kulkowa i inne). Moga by¢
zastosowane materialy skladowe o zalozonych wlasciwosciach (ferroelektryczne, ferromagnetyczne, nad-
przewodzace, optycznie aktywne, nicliniowe, 1 inne). Przyklady mikrostruktur eutektycznych, otrzymanych
w ITME sa zaprezentowane na Rys. 1.
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Rys. 1. Przyklady mikrostruktur eutektycznych otrzymanych w ITMLE: a) i b) wioknista, c) perkolowana, d)
podobna do metamaterialowej struktury fish-net, e) plytkowa, f) przypominajaca rozwarty rezonator pier-
Scieniowy (ang.: SRR-split ring rezonator) .

Kierunki badan prowadzonych przez stypendystow:

1. Badania zwiazane z opracowaniem skladu i sposobu uzyskiwania samoorganizujacych si¢ struktur eu-
tektycznych, wykazujacych zdolnos¢ przetwarzania zaabsorbowanego promieniowania w cieplo;

2. Poszukiwanie jakosciowego i ilosciowego sktadu materialdéw eutektycznych (takich jak metal — tlenek
metalu) za pomoca roznicowej analizy termicznej;

3. Badanie systemdw eutektycznych domieszkowanych nanoczasteczkami metali/polprzewodnikow, w po-
szukiwaniu szczegolnych wlasciwosci elektromagnetycznych (metamaterialy);

4. Badanie zaleznosci mikrostruktury eutektykow metal/pdlprzewodnik —tlenek od skladu, 1 parametrow
otrzymywania;

5. Badanie mikrostruktury otrzymanych eutektykow metodami takimi jak: skaningowy mikroskop elektrono-
wy, transmisyjny mikroskop elektronowy, mikroskop sil atomowych, analiza ilosciowa mikrostruktury;

6. Badanie wlasciwosci materialow takich, jak: wspolczynnik przenikalnosci elektrycznej, wspolczynnik
zalamania, wlasciwos$ci magnetyczne 1 inne;

7. Badanie wlasciwosci metodami spektroskopowymi/optycznymi (transmisja, odbicie, emisja, wlasciwosci
nieliniowe) ;

8. Modelowanie wlasnosci elektromagnetycznych materialdw eutektycznych.

Wspolpraca miedzynarodowa. Grupa TEAM w ITME w szerokim zakresie wspolpracuje z renomowanymi
w skali §wiatowej osrodkami naukowymi w dziedzinie eutektykow, optoelektroniki 1 fotoniki.

Dalsze informacje dotyczace projektu oraz stypendystow dostepne s na stronie internetowej:
http://www.itmeteam .nazwa.pl/NowaWWW/,

Zredagowali: Agata Hass, Andrzej Klos, Dorota A. Pawlak
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Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi 0 nadsyfanie artykutow
poczta elektroniczng na adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym
w nastepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

1. Grafika (materialy ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach.
Kazdy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki moga
by¢ poddane kompres;ji: ZIP, ARJ.

2. Objetosé do 15 str.

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposéb ciagly. Materiatly ilustracyjne (ry-
sunki, tabele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy
do rysunkow... itp., w jezyku: polskim i angielskim, rowniez winny by¢ zapisane
w oddzielnym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujace elementy: ty-
tut naukowy, imie i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail.
Na srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materialy ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

* Do artykutu nalezy dotaczy¢ streszczenie nie przekraczajace 200 stow w jezy-
kupolskim i angielskim.

» W przypadku wzoréw i materiatéw ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/6w nalezy zacytowac ich zroédlo, umieszczajac je w bibliogra-
fii.

* Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

* Pozycje bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w ko-
lejnosci ich wystepowania.

Przykiad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses
in layered composites of Y-ZrO, and Al,03. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19, 1990,
no. 67, 255-262

Przykiad na opis bibliograficzny ksiazki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska
1997, 162 s.

6. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.
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tel./fax-dyrektor: (4822) 8359003 tel.. (4822) 8353041-9
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl http://sp.itme.edu.pl

Gléwne kierunki dziatalnosci Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych to prowadzenie
badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczacych: technologii otrzymywania i efektyw-
nego wykorzystania materiatéw elektronicznych.
Badania te dotycza nastepujacych grup materiatow i ich zastosowan w postaci podzespotow:
« materialy nowej generacji: grafen, metamateriaty, materiaty samoorganizujace si¢ i gradientowe;
« materialy potprzewodnikowe:
«« monokrysztaty hodowane metoda Czochralskiego Si, GaAs, GaP, InAs, InP i transportu z fazy gazo-
wej SiC, o Srednicach do 10 cm;
«« epitaksjalne warstwy potprzewodnikowe uzyskiwane za pomoca metod CVD i MOCVD z Si, SiC,
GaN, AIN, InN, GaAs, GaP, GaSb, InP, InSb, oraz opartych o nie zwiazkéw potrdjnych i poczwérnych;
+« podzespoty dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT; lasery, fotode-
tektory.
» materialy tlenkowe:
«« monokrysztaly, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr, Ho, Tm, Ho, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er Pr)
i podwdjnie domieszkowany: (Ho+Yb, Er+Yb), GdVO,: (Er, Tm); LuVOy: (Er, Tm); GdCoB: (Nd, Yb) dla
zastosowan laserowych; kwar, LiNbO;, LiTa0;, Sr,Ba (1., Nb,O¢ dla zastosowan elektrooptycznych
i piezoelektrycznych; CaF,, BaF,, jako materialy na podczerwien; GdCoB jako materiat nieliniowy
oraz SiC, NdGa0O; SrLaGaO,, SrLaAlO,, jako materialy podtozowe;
o« epitaksjalne warstwy YAG: Nd, Cr dla zastosowan laserowych;
- materiaty i ksztaltki ceramiczne (Al,0, Y,03, Zr0,, SisNy);
+« szkla o zadanych charakterystykach spektralnych i aktywne;
«« $wiatlowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrazowody;
«« podzespely: filtry i rezonatory z akustyczna fala powierzchniowa; soczewki dyfrakcyjne.
« inne materiaty dla elektroniki:
«« kompozyty metalowo-ceramiczne (Cr-Al,0;, Mo-Al,03, NiAl-Al,03, FeAl-Al,0;, Sic-Cu, AIN-Cu);
«« kompozyty metalowo-metalowe (W-Ag, W-Cu, W-CuSb);
s ceramiczno-metalowe materialy z gradientem sktadu (FGM);
«« spoiwa do beztopnikowego spajania naktadek stykowych z podiozami;
«« spoiwa twarde i migkkie;
«« elektrody do elektroerozyjnego drazenia w weglikach spiekanych;
- materiaty do technik naparowywania;
«« stopy o specjalnym przeznaczeniu.
Instytut prowadzi réwniez badania i wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotoli-
tografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka termiczna, spajanie zaawansowanych
materiatow oraz w zakresie charakteryzacji materiatéw (spektrometria mas i Mossbauera, elektronowy
rezonans paramagnetyczny (EPR), ICP, RBS, absorpcja atomowa, wysokorozdzielcza dyfrakcja rentge-
nowska, spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm promieniowania, fotolumi-
nescencja, mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa i sit atomowych (AFM); spek-
troskopia gtebokich pozioméw: pojemnosciowa (DLTS) i fotopradowa (PITS), pomiary impedancyjne
i szumow).
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